Transistors PNP germanium

PNP germanium transistors

2N 1039

2N 1040
2N 1041

- Amplification BF grands signaux,
moyenne puissance

Medium power large signal LF amplification

- Commutation lente
Low speed switching

Dissipation de puissance maximale
Maximum power dissipation
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%K Dispositif recommandé

Prefered device

Données principales
Principal featurss

40V 2N 1039

Veeo 50 V2N 1040
60 V 2N 1041

I 3A

hyqg (1 A) 20 - 60

Boitier R0-122 a

Lase

/ B
Le collecteur est relié au boitier
Collsctor is connected to case
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Valeurs limites absolues d’utilisation a tamp=25°C
Absolute ratings (limiting values)
Parambue il g
Parnveter 2N 1038 ’ ZN 1040 2N a1
Tension collecteur-base v _60 _80 100 v
Collector-base voltage CBO
Tension collecteur-émetteur
Collector-emitter voitage Vceo —40 50 Y v
Tension émetteur-base
Emitter-base voltage VEBO —20 —20 -20 v
Courant collecteur _ —
Collector current IC -3 3 3 A
Courant base
Base current IB -1 -1 -1 A
Dissipation de puissance
Pawap; dissipa tign Ptot 04 0,4 04 w
Température de jonction max. t. °
Juncrt,ion tamparLtum ] 100 100 100 c
Température de stockage min 1 —55 —55 -55 oc
Storage temperature max. 9 +100 +100 +100
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2N 1039
2N 1040
2N 1041

Caractéristiques générales a tamb

General characteristics

Caractéristiques statiques
Static characteristics

!
E
Vg =  —30V 2N 1039 —0,031-0,12
cB
! | =0
Courant résiduel collecteur-base E | . |
Collector-base cut-off current VCB = 40V 2N 1040 CBO 0,030,129 mA
e =0 2N 104 0,03|-0,125
Veg= -50V 041 —0,03-0,12
Vge= +02V
BE .
- -0,75
Veg= -30V
y < Vge= +0,2V
Courant résiduel collecteur-émetteur BE . | _
Collector-emitter cut-off current VCE = 40V CEX 0,75| mA
Vpg= +02V
BE .
~0,75
Veg= =50V
N | =0
Courant résiduel émetteur-base Cc ] .
Emitter-base cut-off current Vegg= -10V EBO 0,02 mA
2N 1039 -60
. | =0
Tension de claguage collecteur-base E v .
Collacmr-basa%ra‘?:dawn voltage Ic =—0,75 mA 2N 1040 (BR)CBO| 80 v
2N 1041 —100
2N 1039 —40
. | =0 *|
Tension de claquage collecteur-émetteur B v N
Ca//ecror-emit?ar greakdawn voltage I =-100 mA 2N 1040 |V(BR)CEO| —50 v
2N 1041 —60
. 1 =0
Tension de claquage émetteur-base C Y] _
Emitter-base bcr‘nkgdown voltage Ig =-075mA (BR)EBO| —20 v
lg = -50mA
. — 33
Valeur statique du rapport du transfert Veg = -05V
direct du courant i — TA hayg
Static forward current transfer ratio c = - 20 60
VCE = -05V
IC = -50mA 0.35
Tension base-émetteur Veg= -05V VBE : v
Base-emitter voltage IC = 1A
-1
Veg= -05V
. . i = 1A
Tension de saturation collecteur-émetteur C \
Colisctor-smitter saturation voltage |B = _—01A V CEsat -0,25| V

*Impulsions t_ =300us & & 2%
Pulsed P
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2N 1039
2N 1040
2N 1041

Caractéristiques générales a tamp = 25°C
General characteristics

Caractéristiques dynamiques (pour petits signaux)
Dynamic characteristics (for small signals)

Fréquence de transition
Tradsition frequency

Caractéristiques statiques

Static characteristics
Montage en émetteur commun
Common emitter circuit
(mesures en impulsions)
{pulse tests)
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2N 1039
2N 1040
2N 1041

Caractéristiques statiques
Static characteristics

Montage en émetteur commun
Common emitter circuit

(mesures en impulsions)
{pulse tests)
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